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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR TREATING WAFERS PRESENTING COMPONENTS DURING THINNING OF THE 
WAFER AND SEPARATION OF THE COMPONENTS 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BEHANDELN VON WAFERN MIT BAUELEMENTEN BEIM 
ABDONNEN DES WAFERS UND BEIM VEREINZELN DER BAUELEMENTE 

(57) Abstract 

The invention relates to a method and a device for treating wafers presenting components during thinning of the wafer, separation of 
the components and the intermediate production steps. The front of the wafer having the components is coated with a layer which remains 
on the front side of the wafer after thinning, the other production steps and separation. The advantage of the invention is that it effectively 
protects the components during thinning, separation and other production steps and allows for the higlwiensity arrangement on the wafer 
of components having small dimensions and permits very thin components. 

(57) Zusammenfassung 

Es werden ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Behandeln von Wafern mit Bauelementen beim Abdunnen des Wafers und dem 
Vereinzeln der Bauelemente und den dazwischenliegenden Fertigungsschritten zur Verfugung gestellt. Die Vorderseite des Wafers mit 
den Bauelementen wird mit einer Schicht iiberzogen, die beim Abdunnen, den weiteren Fertigungsschritten und dem Vereinzeln auf der 
Wafervorderseite verbleibt. Die Vorteile der Ernndung liegen in einem wirksamen Schutz der Bauelemente beim Abdunnen und Vereinzeln 
sowie weiteren Fertigungsschritten, in einer hohen Dichte bzw. kleinerer Abmessung von Bauelementen auf einem Wafer und im Erreichen 
von sehr diinnen Bauelementen. 
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Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Wafern mit 
Bauelementen beim Abdiinnen des Wafers und beim Vereinzeln 
der Bauelemente 



Die Erfindung soil es erleichtem, dunnere Wafer zu fertigen 
und/oder sicherer zu bearbeiten und/oder den Fertigungs- 
aufwand beim Herstellen von elektrischen Bauelementen 
und/oder Schaltungen und/oder Sensoren u.s.w. zu reduzieren 
und/oder kostengtlnstiger zu gestalten und/oder den Einsatz 
von Laserstrahlschneidverfahren zu ermoglichen und/oder zu 
erleichtem. 

Die Verfahrensweise im Stand der Technik kann von Anwender 
zu Anwender abweichen. Generell wird jedoch wie folgt 
verfahren. 

Bei der Herstellung von elektronischen Bauelementen und 
Schaltungen (Dioden, Transistoren, IC's, Sensoren etc.) 
werden auf Wafer (Scheiben aus Silizium, GaAs etc.) mittels 
verschiedener Technologien Strukturen, Schichten u.a. 
aufgebracht. Gegenwartig werden diese Wafer nach Abschlufi 
der hierzu notwendigen Fertigungsschritte auf der 
Vorderseite (aktive Seite bzw. Seite auf der sich die 
aufgebrachten Strukturen befinden) mit einer Schutzfolie 
oder einer sonstigen Schutzschicht versehen. Diese Folie 
bzw. Schicht hat die Aufgabe, die Waf eroberseite und somit 
die aufgebrachten elektrischen und mechanischen Strukturen 
wahrend des anschlieliend folgenden Dunnens des Wafers (durch 
Grinden, Lappen, Schleifen, Atzen usw. der Ruckseite) zu 
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schiitzen. Nach Aufbringen der Folie oder Schicht wird der 
Wafer auf der riickwartigen Seite abgediinnt. Dadurch wird die 
ursprtlngliche Dicke des Wafers reduziert* Die verbleibende 
Restdicke wird nachhaltig von den zu erwartenden 
mechanischen Belastungen der nachf olgenden Prozeflschritte 
bestimmt, die ohne signifikante Erhohung einer Bruchgefahr 
uberstanden werden miissen. Beispiele fiir Verfahren zum 
Abdiinnen von Wafern sind in Elektronik 20/1998 "Immer 
dunnere Chips", S. 2 6, dargestellt. 

Nach dem Abdiinnen kann sich zur Verbesserung der 
Brucheigenschaf ten des Wafers eine chemische Behandlung der 
Waf errllckseite anschlieften . Nach eventuellen Reinigungs- 
schritten wird die Schutz folie von der Waf eroberseite 
abgezogen bzw. entfernt. Es konnen sich nun eventuelle 
weitere Fertigungsschritte und/oder Mafinahmen der 
Verbesserung von Eigenschaf ten und/oder Untersuchungen 
anschliefien. Danach wird der Wafer mit der RUckseite nach 
unten (aktive Seite nach oben) auf eine Sagefolie 
(Expansionsf olie bzw. Rahmen) aufgelegt. Abschliefiend 
erfolgt das Sagen des Wafers (Vereinzeln der Bauteile) 
mitt els Ro tat ions trennscheiben oder anderer mechanischer 
Sagevorrichtungen . 

Mit den herkommlichen Verfahren ist es sehr schwierig, diinne 
Wafer zu behandeln bzw. herzustellen. Diese Schwierigkeiten 
ergeben sich u.a. aus dem Umstand, daJi der Wafer nach dem 
Abdiinnen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden muB . 
Diese Belastungen treten u.a. auf: 

a) wahrend dem Abziehen der Schutzfolie bzw. Schutzschicht , 
die wahrend des Abdvinnens die Waf ervorderseite schutzt, 

b) wahrend des Auflegens des Wafers auf die Sagefolie, und 

c) wahrend des Transportes zwischen dem Abdiinnen und dem 
Vereinzeln des Wafers und aller eventuell dazwischen 
geschalteten Fertigungsschritte. 

Mit den ublichen Verfahren ist es sehr schwierig und 
teilweise unmoglich, Wafer mittels Laserstrahl effizient 
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und/oder kostengunstig zu schneiden. Die zur Zeit 
verftigbaren Laser haben vielfach, sbweit sie die geeigneten 
Strahlqualitaten besitzen, nur unzureichende Strahl- 
leistungen, um dickere Wafer zu sagen. Da nach dem Stand der 
Technik der Wafer nach dem Abdiinnen, wie vorstehend unter a) 
bis c) beschrieben, nachbehandelt werden mull, ist eine 
Mindestdicke des Wafers notwendig. Diese Dicke erschwert 
bzw. behindert den Einsatz von Lasern zum Trennen nachhaltig 
und bedingt vielfach den Einsatz mechanischer Sageverf ahren . 

Neben dem Umstand, dafl mechanische Sagen den Wafer 
mechanisch belasten und somit Beschadigungen verursachen, 
. weisen sie im Vergleich . zum Teilen mittels Laser hauf ig 
weitere Nachteile auf: z.B. zur Vermeidung von Ausbruchen 
geringe Schnittgeschwindigkeit , VerbraUch von Materialien 
wie Trennscheiben, Notwendigkeit von Ktihlf lussigkeit , 
Partikelbelastungen, Beschrankungen hinsichtlich Breite der 
Schneidgraben und der diesbeziiglichen Sicherheitsabstande, 
hohe Betriebskosten, . hoher Wartungsaufwand, Beschrankungen 
hinsichtlich der Anordnung der Bauelemente usw. 

Bei den bekannten Verf ahren ist der Gebrauch einer 
Schutzfolie bzw. Schutzschicht notwendig. Diese ubernimmt 
nach dem AbdUnnen keine weitere Funktion mehr. Der Wafer mufi 
jedoch nach dem Abdunnen noch aufwendig behandelt werden. 
Daher hat er eine erhohte Gefahrdung durch Bruch. Es ist 
schwierig, den Wafer mit der Riickseite nach oben zu 
schneiden, wobei die aktive Seite auf der Schneidfolie 
liegt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Fertigungs- 
ablauf nach dem Abdunnen von Wafern zu vereinf achen, 
wirtschaf tlicher zu gestalten und das Behandeln von dunnen 
Wafern zu erleichtern. Weiterhin soil es die Erfindung 
ermoglichen, daii Wafer mittels Laserstrahl einfacher und 
wirtschaf tlicher vereinzelt bzw. geschnitten werden konnen. 
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Die Aufgabe wird mit den Merkmalen der Patentanspruche 
gelost . 

Der Wafer wird vor dem Abdttnnen (von der Ruckseite) mit der 
Vorderseite nach unten auf eine Folie oder Schicht oder auf 
eine Kombination von Folie (n) und/oder Schicht (en) auf- 
gelegt, die im folgenden vereinfacht Folie oder Schicht 
genannt werden. Diese Folie oder Schicht hat mehrere 
Funktionen. Sie schtttzt wahrend des Abdtinnens die Wafer- 
vorderseite, vermindert die mechanischen Belastungen, die 
durch nachf olgendes Behandeln und Transportieren des Wafers 
entstehen, schtitzt die Waf ervorderseite vor Verunreinigungen 
und dient abschliefiend als Sagefolie. 

Die Erfindung ermoglicht die Realisierung wesentlicher 
technologischer Vorteile in der Fertigung und die Handhabung 
von Wafern bei der Herstellung von elektrischen Bau- 
elementen, IC's, Sensoren usw. . Mit dem Verfahren wird die 
Fertigung vereinfacht und kostengtinstiger gestaltet. Weiter- 
hin konnen geringere Waf erscheibendicken einfacher, wirt- 
schaftlicher und sicherer realisiert werden, und ein 
effektiver und wirtschaf tlicher Einsatz von Laserstrahlen 
beim Vereinzeln bzw. Trennen des Wafers wird ermoglicht. 

Durch die Erfindung kann die Wahrscheinlichkeit eines 
Bruches von Wafern minimiert werden. Dadurch wird es 
moglich, dunnere Wafer als bisher herzustellen und/oder 
sicher zu behandeln. Dieses resultiert daraus, dafi der Wafer 
zwischen dem Abdunnen (Ruckseitenschleif en bzw. Grinding) 
und dem Trennprozefi (Schneiden bzw. Dicen) geringeren 
mechanischen Belastungen ausgesetzt wird. 

Durch die Erfindung ist es moglich, mehrere Fertigungs- 
schritte einzusparen : 

Es kann das Abtrennen (Abziehen) der Schutzfolie oder 
Schutzschicht (sie schutzt die Waf eroberf lache (aktive 
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Seite) wahrend des Abdiinnens (Ruckseitenschleif en) ) 
entfallen. 

Es kann das Auflegen auf die Expansionsf olie (Rahmen) vor 
dem Trennprozefi entfallen. Dieser Fertigungsschritt ist 
uberf lUssig, da die Folie, die vor dem Abdunnen des 
Wafers auf gebracht wird, auch wkhrend des Trennprozesses 
als Schneidfolie benutzt werden kann. 

Es kann u.U. eine gegenwartig zum Teil eingesetzte 
Nachbehandlung der Waf errUckseite nach dem Dtinnen 
entfallen. Diese Nachbehandlung dient zur Zeit dazu, die 
wahrend des Abdunnens entstandenen Beschadigungen (Mikro- 
risse etc.) zu verringern. Die Behandlung soli es 
ermoglichen,. den Wafer anschliefiend hoheren mechanischen 
Belastungen aussetzen zu konnen. 

Die Erfindung erleichtert es, die Anwendung von Laser- 
strahlen zum Trennen bzw. Vereinzeln von Wafern effektiver 
einzusetzen. Dieses resultiert daraus, daB die gegenwartigen 
Verf ahren des Behandelns des Wafers hauf ig ein Mindestmafi an 
Dicke voraussetzten. Diese Waferdicke erschwert nachfolgend 
den Einsatz von Laser zum. Trennen. 

Durch die Erfindung ist es moglich, allgemeine Vorteile des 
Trennens mit Laserstrahl wahrzunehmen . Diese Vorteile sind 
u.a. die gegenuber mechanischen Sageverf ahren hoheren 
Schnittgeschwindigkeiten. Dieser Vorteil lafit sich noch 
erhohen, da das beschriebene Verf ahren die Herstellung 
extrem dlinner Wafer vereinf acht und/oder ermoglicht und 
somit das Trennen mittels Laserstrahl erleichtert. Die 
Schnittgeschwindigkeit eines Lasers ist u.a. abhangig von 
der Dicke des Wafers und der Leistung des eingesetzten 
Lasers . 

Weiterhin lassen sich die fur das mechanische Sagen 
typischen Beschadigungen der Schnittkante (Ausbrechungen) 
vermeiden . 
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Weiterhin ist es moglich, mittels Einsatz von Laser 
gegenuber den bekannten Verfahren geringere Schnittgraben- 
breiten zu erzielen. 

Weiterhin ist es moglich, gegenuber den derzeitigen 
Verfahren geringere Sicherheitsabstande (Abstand zwischen 
Schnittkante und aktiven Strukturen) zu realisieren und 
somit eine wirtschaf tlichere Ausnutzung der Waf eroberf lache 
zu erzielen. 

Weiterhin ist es moglich, die Waf eroberf lache mittels 
besserer Anordnung der Bauelemente besser auszunutzen. Die 
ublichen Verfahren bedingen eine geradlinige Gestaltung der 
Schneid- und Ritzgraben. Die Verwendung von Laser ermoglicht 
es, mittels Abschaltung oder Ablenkung des Lasers trahls 
freier wahlbaren Strukturen und Konturen zu folgen. Die 
Bauelemente konnen somit freier angeordnet werden. So ist 
eine verbesserte und wirtschaf tlichere Anordnung der 
Bauelemente auf dem Wafer zu realisieren. 

Weiterhin ist es moglich, den Wafer von der Rtickseite zur 
Vorderseite (upside down - die aktive Oberflache liegt auf 
der Folie) zu sagen. Dieses ist bei den bekannten Verfahren 
mit Nachteilen verbunden. 

Weiterhin ist es moglich, die Partikelbelastung der 
Waf eroberf lache zu reduzieren. Beim mechanischen Sagen wird 
die Waf eroberf lache meistens ungeschiitzt den beim Schneiden 
entstehenden Partikeln und den eingesetzten Ktthl- und/oder 
Schneidf ltissigkeiten ausgesetzt. Beim Trennen mittels 
Laserstrahl ist die Waf ervorderseite durch die aufgebrachte 
Folie oder Schicht geschutzt- 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigen: 
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Fig. 1 die schematische Darstellung einer Draufsicht auf die 
Vorderseite eines Wafers mit ' in ihr angeordneten 
Bauelementen, 

Fig. 2a einen schematischen Querschnitt durch . eine 
erf indungsgemafie Ausf uhrungsf orm vor dem Abdunnen des 
Wafers, 

Fig. 2b die Ausf Uhrungsf orm g email Fig. 2a nach dem Abdunnen 
des Wafers, und 

Fig. 2c die Ausf uhrungsf orm gemafi Fig. 2b nach dem 
Vereinzeln der Bauelemente. 

Fig. 1 zeigt die Vorderseite la (aktive Seite) eines Wafers 
1 mit darin angeordneten Bauelementen 3. Die Bauelemente 3 
konnen in einer sehr dichten Folge angeordnet sein. Bei 
einer 4 Zoll-Siliziumscheibe (Wafer) konnen z.B. 120.000 
Dioden und mehr die Waf ervorderseite la des Wafers 1 
bedecken. 



Das erf indungs gemafi e Verfahren kommt zum Einsatz, nachdem 
die Bauelemente 3 in der Vorderseite la des Wafers 1 bereits 
ausgebildet sind. 

Wie Fig. 2a zeigt, ist die Vorderseite la des Wafers 1 mit 
einer Schicht 2, die vorzugsweise eine Kunststof f olie ist, 
bedeckt und liegt auf einem Trager 4. Die Ruckseite lb des 
Wafers 1 wird dann durch ein entsprechendes Abtragever f ahren 
zum Beispiel Lappen, Schleifen, chemisches Nafiatzen Oder 
Plasmaatzen abgetragen, bis eine gewiinschte Dicke erreicht 
wird. Fur moderne Anwendungen, z.B. fur Chips in sogenannten 
Smart Cards, wird ein Siliziumwaf er z.B. von etwa 700 \im auf 
etwa 50 urn abgedlinnt. 

Fig. 2b zeigt den Wafer 1 nach dem Abdunnen. Dabei bleibt 
die Schicht 2. nach dem Abdunnen und wahrend eventuell 
folgenden Prozefischritten, wie z.B. dem Entfernen von 
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Schleifpartikeln oder chemische Behandlung zur Bruchstabili- 
sierung der Riickseite lb mit den Bauelementen verbunden. 

Fig* 2c zeigt den Wafer 1 gemafi Fig. 2b nach dem Vereinzeln 
der Bauelemente 3. Wahrend des Vorgangs der Vereinzelung und 
weiterer eventuell nach dem Vereinzeln vorgenommener 
Prozefischritte bleibt die Schicht 2 auf den Bauelementen 3, 
so dafi die vereinzelten Bauelemente am Schlufi noch auf der 
Schicht 2 haften. Die Schicht 2 mit dem Wafer bzw. den 
vereinzelten Bauelementen wird zusatzlich mechanisch durch 
den Trager 4 stabilisiert . Die Bindungskraf te der Schicht 2 
zur Waf ervorderseite la lassen sich durch Strahlungs- oder 
Konvektionswarme bzw. durch eine chemische Behandlung oder 
eine mechanische Behandlung verringern, urn die Bauelemente 3 
schonend von der Schicht 2 abzulosen. Weiterhin kann die 
Schicht 2 durch geeignete Verfahren expandiert werden, urn 
einen leichteren Zugriff zu den Bauelementen 3 zu 
gewahrleisten. 

Vor der Entnahme der Bauelemente 3 ist es moglich, dafi der 
Wafer zum Zwecke von Untersuchungen oder weiterer 
Fertigungsschritte weiteren Behandlungen zugefllhrt wird. 
Zweck der Erfindung ist es hierbei, dafi der Wafer bzw. die 
Bauelemente und deren Oberflache weiterhin mittels der 
auf gebrachten Folie oder Schicht geschutzt wird. 

Zum Positionieren (Alignment) des Wafers beim Vereinzeln 
(exaktes Ausrichten des Wafers, so dafi mit grofitmoglicher 
Genauigkeit die Bauelemente getrennt werden konnen) werden 
optische und mechanische Verfahren eingesetzt. Hierbei ist 
u.a. moglich, den Wafer mittels Strahlung geeigneter 
Wellenlange so zu durchleuchten oder zu beleuchten, dafi die 
hierftir vorgesehenen Strukturen und Markierungen erkannt 
werden konnen. 

Nach dem Ausrichten des Wafers oder der Trenneinrichtung 
wird der Trennvorgang in Gang gesetzt. Hierbei fahrt 
vorzugsweise ein Laser die zum Schneiden vorgesehenen 
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Strukturen, Konturen und/oder Linien ab und schneidet 
mittels seines Strahls. Dieser Vorgang wird durch geeignete 
Einrichtungen wie optische, elektrische oder mechanische 
Mess- und Regeleinrichtungen uberwacht und ggf. nachge- 
steuert. 

Wahrend oder nach dem Trennen des Wafers ist es vorgesehen 
und moglich, durch geeignete Einrichtungen die entstehenden 
Partikel, Gase und Staube abzufiihren, abzublasen, abzusaugen 
oder abzuwaschen. 

Die Entnahme der Bauelemente kann durch die derzeitig 
bekannten Verfahren wie z.B. Ansaugen mittels Vakuum oder 
"pick and place" erfolgen. Zur besseren Entnahme konnen die 
Bauelemente auch mechanisch, z.B.' durch Nadeln, angehoben. 



Die Erkennung. der intakten und der fehlerhaften Bauelemente 
ist mittels der bei einem vorhergehenden Testen ermittelten 
Daten moglich (Waf ermapping) , da die Bauelemente 3 sich nach 
dem Trennen, zusammengehalten durch die Schicht 2, noch in 
der Testposition befinden. 

Weiterhin ist es moglich," schon wahrend oder nach dem Testen 
auf den Bauelementen einen Tintenpunkt oder eine ahnliche 
Markierung z.B. mittels Laser auf der Bauteilvorder- oder 
ruckseite so zu gestalten, dafi diese(r) eventuell durch den 
Wafer hindurch (zu diesem Zeitpunkt ist der Wafer eine 
Anordnung auf der Vorderseite liegender Bauelemente) mit den 
derzeitig verfugbaren optischen Verfahren erkannt werden 
kann. 

Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zum Ausfuhren 
des erf indungsgemalien Verf ahrens . 

Vorzugsweise ist die Vorrichtung eine Anlage, ein Anlage- 
system oder besteht aus miteinander verbundenen Anlagen, in 



werden. 
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der Einrichtungen zum Abdiinnen und zum Vereinzeln von Bau- 
elementen miteinander verbunden sind. 

Die wesentlichen Bestandteile der erf indungsgemafien Vor- 
richtung sind eine Beschichtungseinrichtung zum Aufbringen 
einer Folie und/oder Lackschicht oder von Kombinationen von 
Folie(n), Schicht(en) und/oder Schichtsystemen auf die 
Vorderseite des Wafers, eine Einrichtung zum Abdiinnen des 
Wafers, eine Einrichtung zum Vereinzeln der Bauelemente, die 
aus einem Laser oder einer laserunterstiitzten Trenn- 
vorrichtung bestehen kann, einer Einrichtung zur Ver- 
ringerung der Haftung der Schicht auf der Vorderseite des 
Wafers nach dem Vereinzeln, und einer Einrichtung zum 
Ablosen der Bauelemente von der Schicht . 

Voraussetzung ist, daft der zu vereinzelnde Wafer innerhalb 
eines Fertigungsprozesses zur Herstellung von IC's, 
Transistoren, Dioden, Sensoren usw. bereits die Mehrzahl der 
Fertigungsschritte zur Aufbringung der elektrischen und 
mechanischen Strukturen und Schichten durchlaufen hat. Der 
Wafer wird nun auf der Oberseite (der aktiven Seite, d.h. 
der Seite auf der sich die Strukturen befinden) mit einer 
Schutzfolie oder einer Schicht uberzogen bzw. abgedeckt. Die 
Abdeckschicht mit dem darauf angeordneten Wafer wird auf 
einem Trager z.B. durch eine Vakuumansaugeinrichtung 
gehaltert. Danach wird der Wafer in ein Anlagensystem 
eingeschleust . Danach findet der Bearbeitungsprozefi zum 
Abdiinnen des Wafers statt. Hierbei wird mittels der 
bekannten Verfahren wie zum Beispiel Schleifen, Lappen oder 
Atzen die Dicke des Wafers verringert. Der Wafer kann 
wahrend oder im Anschlufi an diesen Prozeftschritt gereinigt 
werden. Weiterhin ist eine chemische Behandlung zum Zwecke 
der Verbesserung der Brucheigenschaf ten moglich. Nach 
Abschlufi dieser Prozeftschritte wird der Wafer innerhalb des 
Anlagensystems weitergetaktet und z.B. einer Trenn- 
einrichtung zugefiihrt. Es ist anzumerken, daft eine oder auch 
mehrere Anlagenkomponenten zum Abdiinnen und eine oder auch 
mehrere Anlagenkomponenten zum Trennen kombiniert werden 
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konnen. Der Wafer wird der Trenneinrichtung zugefUhrt, ohne 
daB die auf der Vorderseite aufgebrachte Schicht oder das 
aufgebrachte Schichtsystem (Folie usw.) entfernt worden ist 
bzw. sind. Hierbei kann am Rand und/oder unter der Schicht 
oder dem Schichtsystem eine Einrichtung zum Transport und 
zum Zwecke des spateren Expandieren der Folie angebracht 
sein. Der Wafer wird nun mittels eines geeigneten optischen 
und mechanischen Systems zur Trenneinrichtung hin aus- 
gerichtet. Dabei kann vorzugsweise ein Verfahren mittels 
Inf rarotdurch- oder beleuchtung zur Anwendung gelangen. Der 
Wafer liegt zu diesem Zeitpunkt immer noch mit seiner 
Vorderseite auf der Folie, Lackschicht oder dem 
Schichtsystem. Nach Ausrichten des Wafers wird nun der Wafer 
von der Riickseite her z.B. mit Hilfe eines Laserstrahls 
zersagt bzw. die entsprechenden elektrischen Bauelemente 
werden vereinzelt. Vorzugsweise wird der Laser durch einen 
sehr dtinnen Wasserstrahl von etwa 25 ]im Durchmesser gefiihrt. 
Der Laserstrahl verlauft im Inneren des Wasserstrahls und 
wird an der Innenwand des Wasserstrahls total ref lektiert, 
so dafi Streuverluste vermieden werden. Es ist vorgesehen, 
daB z.B. eine. Folie zum Abdecken der Waf ervorderseite 
hinreichend poros ist, so daB der Wasserstrahl die Folie 
durchdringt, ohne sie zu beschadigen. Dabei bleibt die Folie 
intakt und die vereinzelten Bauelemente auf der Folie 
behalten ihre Position. 

Nachfolgend kann sich innerhalb des Anlagensystems oder auch 
auBerhalb ein ReinigungsprozeB anschlieBen. Weiterhin kann 
das Anlagensystem urn eine Komponente zum Entnehmen der nun 
vereinzelten elektrischen Bauelemente erweitert werden. Es 
ist auch vorgesehen, daB der zertrennte . Waf er mit Trager und 
Lackschicht oder Folie oder ohne Schicht in einem 
Kassetensystem abgelegt werden kann. Bei der Ablage ohne 
Schicht ist eine Einrichtung zum Abtrennen von der Schicht 
in dem Anlagesystem vorgesehen. Vorzugsweise besteht die 
Folie aus einem Kunststoff mit guten Adhasionseigenschaf ten . 
Als Lackschicht kann ein herkommlicher Photolack zum Einsatz 
kommen. Die Verbindung der Folie mit dem Wafer erfolgt 
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vorzugsweise durch Adhasion, sie kann jedoch auch durch 
einen Kleber erfolgen. Wird die Verbindung der Folie mit dem 
Wafer im wesentlichen durch Adhasion bewirkt, kann eine 
Ablosung durch Erwarmen mittels Bestrahlung mit elektro- 
magnetischen Wellen (z.B. IR) oder durch Warmeleitung 
erreicht werden. Ein Kleber als Haftmittel oder eine 
Lackschicht kdnnen durch chemische Losungsmittel von den 
vereinzelten Bauelementen entfernt werden. 
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Patent anspriiche 

1. Verfahren zum Behandeln von Wafern (1) mit Bau- 
elementen (3) beim Abdiinnen des Wafers und dem 
spateren Vereinzeln der Bauelemente (3) und den 
gegebenenf alls dazwischen liegenden Fertigungsschr it- 
ten, wobei die Vorderseite . (la) des Wafers (1) mit den 
Bauelementen (3) vor dem Abdunnen mit einer Schicht 
(2) uberzogen wird, die. zumindest bis . nach dem 
Vereinzeln auf der Vorderseite (la) des Wafers (1) 
verbleibt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei zum Vereinzeln der 
Bauelemente (3) ein Laserstrahl eingesetzt wird. 

3. - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Wafer (1) 

durch. die auf der Vorderseite (la) des Wafers 
aufgebrachte Schicht (2) wahrend des Abdunnens 
geschutzt wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei der 
Wafer (1) durch die auf der Vorderseite (la) des 
Wafers aufgebrachte Schicht (2) wahrend des Ver- 
einzelns der Bauelement (3) geschutzt wird. 

5. . Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei die 

Schicht (2) eine Folie oder eine Lackschicht ist. 



6. 



Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
Schicht (2) ein Schichtsystem aus mehreren 
ist. 



wobei die 
Schichten 
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7. Verfahren nach einem der Anspruche 5 oder 6, wobei die 
Schicht (2) aus Kunststoff, Photolack, Keramik, 
Metall, Kleber und/oder loslichen organischen oder 
anorganischen Substanzen besteht. 

8. Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 7 , wobei 
zwischen dem Abdunnen des Wafers (1) und dem 
Vereinzeln der Bauelemente (3) auf der Ruckseite (lb) 
des Wafers (1) eine Reinigung und/oder chemische 
Behandlung zur Verbesserung der Brucheigenschaf ten des 
Wafers (1) erfolgt. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, wobei 
wahrend der Behandlung die Vorderseite (la) mit der 
Schicht (2) auf einem Trager (4) angeordnet ist. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, wobei nach 
dem Vereinzeln der Bauelemente (3) die Haftung der 
Schicht (2) verringert wird, um die Bauelemente (3) 
von der Schicht (2) zu losen. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Haftung der 
Schicht (2) durch Bestrahlung mit elektromagnetischen 
Wellen, durch Erwarmen, chemische Einwirkung und/oder 
durch mechanische Einwirkung verringert wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, mit den 
Schritten: 

a) Bedecken der Vorderseite (la) des Wafers (1), in 
der die Bauelemente (3) angeordnet sind, mit einer 
Schicht (2) , 

b) Abdunnen des Wafers (1) von seiner Ruckseite (lb) 
her auf eine gewunschte Dicke, 

c) Reinigen der Ruckseite (lb) und/oder chemische Be- 
handlung der Ruckseite (lb) zur Verbesserung der 
Brucheigenschaf ten des Wafers (1), 

d) Vereinzeln der Bauelemente (3), wobei die Schicht 
(2) nicht durchtrennt wird, 
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e) Verringern der Haftung der Schicht (2) an den Bau- 
elementen (3), und 

f ) Ablosen der Bauelemente (3) von der Schicht (2) . 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12, wobei das 
Abdunnen durch Schleifen, Lappen, chemisches NaBatzen 
und/oder Plasmaatzen erfolgt. 

14. Vorrichtung zum Ausfiihren des Verfahrens nach einem 
der Ansprilche 1 bis 13. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, mit: 

a) einer Beschichtungseinrichtung, 

b) einem Trager (4) zum Aufbringen der beschichteten 
Vorderseite (la) des Wafers (1), 

c) einer Einrichtung zum Abdunnen des Wafers (1) , 

d) einer Einrichtung zum Vereinzeln der Bauelemente 
(3), . 

e) einer Einrichtung zum Verringern der Haftung der 
Schicht (2) an den Bauelementen (3), und 

f) einer Einrichtung zum Ablosen der Bauelemente (3) 
von der Schicht (2) . 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, wobei die Einrichtung 
zum Abdunnen des Wafers (1) und die Einrichtung zum 
Vereinzeln der Bauelemente (3) gekoppelt in einer 
Anlage angeordnet sind. 
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Fig. 1 




Fig. 2 a 



Fig. 2 b 
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Fig. 2 c 
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